
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子と、前記発光素子を収納する凹部と少なくとも１つの貫通孔を有するベース部
とからなる金属パッケージと、前記貫通孔内に絶縁部材を介して挿入されたリード電極と
を有する発光装置であって、
　前記リード電極の底面は、前記ベース部の底面から突出しており、且つ前記凹部の底面
とほぼ同一平面上にあ

ことを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　前記凹部の内壁は、テーパー形状であることを特徴とする請求項１ 記載の発光装置。
【請求項３】
　前記凹部内に前記発光素子を被覆する透光性封止部材を有し、且つ前記封止部材中に前
記発光素子からの光の一部を吸収して異なる波長を発光することが可能な蛍光物質が含有
されていることを特徴とする請求項１又は に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記金属パッケージの主面側に、透光性窓部と金属部とからなるリッドを有し、前記透
光性窓部は前記凹部と対向し且つ前記凹部の内壁の延長線と交わることを特徴とする請求
項１ の いずれか に記載の発光装置。
【請求項５】
　前記金属パッケージは、熱伝導率が１０Ｗ／ｍ・Ｋ以上１００Ｗ／ｍ・Ｋ以下で且つ熱
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り、
　前記ベース部の膜厚は、前記凹部の底面厚より厚い

に

２

～３ うちの １つ



膨張率が０．０５×１０－ ４ ／ deg以上０．２０×１０－ ４ ／ deg以下であることを特徴と
する請求項１ の いずれか１つに記載の発光装置。
【請求項６】
　前記凹部は、隣接するベース部より突出した縁部を有することを特徴とする請求項１

のうちのいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項７】
　前記透光性窓部は、前記発光素子の側面と対向する前記内壁の立ち上がり地点と前記発
光素子を介して向かい合う前記内壁の最上端部とを結ぶ直線と交わることを特徴とする請
求項 の いずれか１つに記載の発光装置。
【請求項８】
　発光素子と、前記発光素子が載置される薄肉部と該薄肉部から外部へ延在した厚肉部と
を有する金属パッケージと、前記厚肉部に絶縁部材を介して一体的に設けられたリード電
極とを有する発光装置であって、
　前記リード電極の底面は、前記厚肉部の底面より下方に位置し、且つ前記薄肉部の底面
とほぼ同一平面上に位置していることを特徴とする発光装置。
【請求項９】
　前記薄肉部主面は前記厚肉部主面とほぼ平行をなし、これらの境界部主面は屈曲してい
ることを特徴とする請求項 記載の発光装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明はバックライト光源、ディスプレイ、照明など各種光源や光センサに利用される
発光装置に係わり、特に、信頼性に優れた発光装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　今日、高輝度、高出力な半導体発光素子や小型且つ高感度な発光装置が開発され種々の
分野に利用されている。このような発光装置は、低消費電力、小型、及び軽量などの特徴
を生かして、例えば、光プリンターヘッドの光源、液晶バックライト光源、各種メータの
光源や各種読み取りセンサーなどに利用されている。
【０００３】
　このような発光装置の一例として、図１３に示す如き発光装置が挙げられる。
　凹部を有し且つリード電極２が挿入されて一体成形されたプラスチック・パッケージ５
を用い、前記凹部内底面から露出されたリード電極２上に発光素子としてＬＥＤチップ１
をダイボンドすると共にＬＥＤチップの各電極とパッケージに設けられたリード電極２と
を金線４などにより電気的に接続させる。このようにして凹部内に配置されたＬＥＤチッ
プは透光性のモールド樹脂９等によって封止される。これにより、パッケージ内部に配置
されたＬＥＤチップやワイヤなどを、水分、外力など外部環境から保護することができ、
極めて高い信頼性を有する発光装置が得られる。
【０００４】
　しかしながら、このような発光装置は、利用分野の広がりからより厳しい環境条件で使
用され始めている。航空機や車載用に利用される発光装置では、例えば外気温により－２
０℃以下＋８０℃以上にまで変化する場合もある。また、外気圧、熱衝撃などと同時に振
動もある。このような場合、モールド樹脂等の膨張や収縮によりＬＥＤチップはダイボン
ド樹脂から剥離され、放出される光の強度や指向特性が変化する。ひどい場合にはワイヤ
の断線などを生じ全く発光しない場合がある。
　また発光素子は、電力消費により熱を発する。上記の構成を有する発光装置は、発光素
子から発生する熱をリード電極を介して基板側に逃すことができる。
【０００５】
　しかしながら、その放熱効果は十分に満足できるものではなく、発光素子の出力を向上
させようと上記のような発光装置に大電流を投下すると、パッケージによる放熱効果が十
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分でないため発光素子の温度は上昇し、素子の動作速度や周囲に存在する樹脂の劣化等を
引き起こしてしまう。
【０００６】
　これに対して、従来、高い信頼性を有するパッケージとしてキャンタイプ・パッケージ
が用いられている。
　例えば、図１２に示す如き、凸形状の金属ベース１０と、該金属ベース１０の厚さ方向
に形成された貫通孔にガラス等の絶縁体３を介して気密絶縁的に封着されたリード電極２
とを有する半導体装置用ステムが用いられる。このようなステムの上面に発光素子１を電
気的に接続させる。これを底部側に鍔部を有する窓付き缶１１にて気密封止する。
【０００７】
　上記の如く構成された発光装置は、パッケージが金属にて構成され且つ内部が中空であ
るため、構成材料に樹脂を用いた場合と比べ非常に高い信頼性を有し、ワイヤ断線防止、
耐湿性、耐熱性、及び放熱性に優れている。このため、発光装置に流す電流量を増加させ
出力向上を図ることが可能である。
　　（特許文献１）実開平４－２５２５７号公報
　　（特許文献２）特開２０００－５８９２４号公報
　　（特許文献３）特開２０００－２５２５２４号公報
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、近年、高密度実装に対応するために発光装置の小型化・薄型化が望まれ
ており、これに応じて表面実装タイプの発光装置がリードタイプの発光装置に代えて要求
されている。
【０００９】
　本発明は、高い信頼性を有 薄型の表面実装型発光装置を提供することを目的とする
。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　そこで本発明は、発光素子と、前記発光素子を収納する凹部と少なくとも１つの貫通孔
を有するベース部とからなる金属パッケージと、前記貫通孔内に絶縁部材を介して挿入さ
れたリード電極とを有する発光装置であって、前記リード電極の底面は、前記ベース部の
底面から突出しており、且つ前記凹部の底面とほぼ同一平面上にあ

ことを特徴とする。これにより、実装性が良好で且つ信
頼性の高い発光装置が得られる。また

高い放熱性と強い強度を共有することができ、歩留まりの優れた発光装置が得ら
れる。
【００１１】
　また、前記凹部の内壁は、テーパー形状であることが好ましく、これにより発光素子か
らの光取り出し効率が更に向上される。
　また、前記凹部内に前記発光素子を被覆する透光性封止部材を有し、且つ前記封止部材
中に前記発光素子からの光の一部を吸収して異なる波長を発光することが可能な蛍光物質
が含有されていることを特徴とする。
　本発明で用いられる金属パッケージの一部に設けられた凹部は、発光素子を収納するこ
とが可能な最小限の容積であり且つ優れた放熱性を有するため、前記透光性部材に有機物
を用いても大電流を投下することが可能である。前記透光性部材を発光素子の周囲に配置
させることにより、光が集光され、高輝度に発光することが可能で且つ信頼性の高い色変
換型発光装置が得られる。
　また、金属パッケージの主面側に、透光性窓部と金属部とからなるリッドを有し、前記
透光性窓部は前記凹部と対向しており且つ前記凹部の内壁の延長線と交わることを特徴と
する。これにより、発光素子から発光され前記凹部の内壁で反射散乱された光を効率よく
外部に取り出すことができる。
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　また、前記金属パッケージは、熱伝導率が１０Ｗ／ｍ・Ｋ以上１００Ｗ／ｍ・Ｋ以下で
且つ熱膨張率が０．０５×１０－ ４ ／ deg以上０．２０×１０－ ４ ／ deg以下であることを
特徴とする。これにより、信頼性を損なうことなく大電流を投下することが可能な発光装
置が得られる。
　また、前記凹部は、隣接するベース部より突出した縁部を有することを特徴とする。こ
れにより、パッケージの主面側領域を有効利用し、更に光取り出し効率を高めることがで
きる。
　また、前記透光性窓部は、前記発光素子の一側面と対向する前記凹部内壁の立ち上がり
地点である屈曲点と、該屈曲点と前記発光素子を介して向かい合う前記凹部内壁の最上端
点とを結ぶ直線の延長線と交わることを特徴とする。これにより、前記内壁にて反射散乱
され大きく方向転換された光をも前記透光性窓部から外部へ取り出すことができる。
【００１２】
　 た 願発明の発光装置は、発光素子と、前記発光素子が載置される薄肉部と該薄肉
部から外部へ延在した厚肉部とを有する金属パッケージと、前記厚肉部に絶縁部材を介し
て一体的に設けられたリード電極とを有する発光装置であって、前記リード電極の底面は
、前記厚肉部の底面より下方に位置し、且つ前記薄肉部の底面とほぼ同一平面上に位置し
ていることを特徴とする。これにより、発光素子から生じる熱を熱抵抗の小さい前記薄肉
部から効率よく外部へ放熱することができる。
【００１３】
　また、前記薄肉部主面は前記厚肉部主面とほぼ平行をなし、これらの境界部主面は屈曲
していることを特徴とする。これにより、前記薄肉部と前記厚肉部との熱抵抗差が大きく
なり、さらに放熱性が向上される。
【００１４】
　（発明の効果）
　

【００１５】
【発明の実施の形態】
　以下、図面を参照にして、本発明に係る実施の形態について説明する。
　図５に、本発明の実施の形態に係る発光装置を示す。
　パッケージ５は金属からなり、中央部に発光素子を収納するための凹部ａを有する。ま
た、前記凹部の周辺部であるベース部ｂは、厚さ方向に貫通された貫通孔を２つ有し、そ
れぞれの貫通孔は前記凹部を挟んで対向している。該貫通孔内には、絶縁部材３である硬
質ガラスを介して正及び負のリード電極２がそれぞれ挿入されている。
　尚、前記リード電極２の両端部は前記ベース部表面から突出しており、且つ前記リード
電極の底面は前記凹部の底面と略同一平面上に位置している。本明細書では、前記パッケ
ージの凹部開口方向の各部材表面を主面とし、該主面と対向する反対側の表面を背面また
は底面と表現する。
【００１６】
　このように構成された金属パッケージの主面側において、前記凹部内に発光素子１であ
るＬＥＤチップを配置し、前記ＬＥＤチップの各電極をワイヤ４にて各リード電極２と電
気的に接続する。このようにして導電可能とされたパッケージの主面側を、透光性窓部７
を有するリッド６にて気密封止している。
【００１７】
　ここで、前記透光性窓部７には、無機蛍光体や有機蛍光体等の種々の蛍光物質８を含有
させることが出来る。このような蛍光物質８の一例として、無機蛍光体である希土類元素
を含有する蛍光体がある。希土類元素含有蛍光体として、具体的には、Ｙ、Ｌｕ、Ｓｃ、
Ｌａ、Ｇｄ及びＳｍの群から選択される少なくとも１つの元素と、Ａｌ、Ｇａ、及びＩｎ
の群から選択される少なくとも１つの元素とを有するざくろ石型蛍光体が挙げられる。特
に、セリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム酸化物系蛍光体が好ましく、所望
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以上のように、本発明によれば、高い信頼性を有する表面実装型発光装置を提供するこ
とができる。



に応じてＣｅに加えＴｂ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ、Ｆｅ、Ｃｒ、Ｎｄ、Ｄｙ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｅ
ｕ、およびＰｒ等を含有させることも可能である。ここでは、前記ＬＥＤチップからの光
の少なくとも一部を吸収して異なる波長を発光することが可能な蛍光物質８が含有されて
いる。このように、パッケージの構成材料及び蛍光物質のバインダー等に有機物を用いる
ことなく無機物のみで構成された発光装置は、熱や光による構成部材の劣化を回避するこ
とができ、飛躍的に高い信頼性を有することができる。
【００１８】
　以下、本発明の実施形態における各構成について詳述する。
＜発光素子１＞
　本発明において発光素子１は特に限定されないが、蛍光物質を用いた場合、該蛍光物質
を励起可能な発光波長を発光できる発光層を有する半導体発光素子が好ましい。このよう
な半導体発光素子としてＺｎＳｅやＧａＮなど種々の半導体を挙げることができるが、蛍
光物質を効率良く励起できる短波長が発光可能な窒化物半導体（ＩｎＸ ＡｌＹ Ｇａ１ － Ｘ

－ Ｙ Ｎ、０≦Ｘ、０≦Ｙ、Ｘ＋Ｙ≦１）が好適に挙げられる。また所望に応じて、前記窒
化物半導体にボロンやリンを含有させることも可能である。半導体の構造としては、ＭＩ
Ｓ接合、ＰＩＮ接合やｐｎ接合などを有するホモ構造、ヘテロ構造あるいはダブルへテロ
構成のものが挙げられる。半導体層の材料やその混晶度によって発光波長を種々選択する
ことができる。また、半導体活性層を量子効果が生ずる薄膜に形成させた単一量子井戸構
造や多重量子井戸構造とすることもできる。
【００１９】
　窒化物半導体を使用した場合、半導体用基板にはサファイヤ、スピネル、ＳｉＣ、Ｓｉ
、ＺｎＯ、およびＧａＮ等の材料が好適に用いられる。結晶性の良い窒化物半導体を量産
性よく形成させるためにはサファイヤ基板を用いることが好ましい。このサファイヤ基板
上にＭＯＣＶＤ法などを用いて窒化物半導体を形成させることができる。サファイア基板
上にＧａＮ、ＡｌＮ、ＧａＡＩＮ等のバッファー層を形成しその上にｐｎ接合を有する窒
化物半導体を形成させる。
【００２０】
　窒化物半導体を使用したｐｎ接合を有する発光素子例として、バッファ層上に、ｎ型窒
化ガリウムで形成した第１のコンタクト層、ｎ型窒化アルミニウム・ガリウムで形成させ
た第１のクラッド層、窒化インジウム・ガリウムで形成した活性層、ｐ型窒化アルミニウ
ム・ガリウムで形成した第２のクラッド層、ｐ型窒化ガリウムで形成した第２のコンタク
ト層を順に積層させたダブルへテロ構成などが挙げられる。
【００２１】
　窒化物半導体は、不純物をドープしない状態でｎ型導電性を示す。発光効率を向上させ
るなど所望のｎ型窒化物半導体を形成させる場合は、ｎ型ドーパントとしてＳｉ、Ｇｅ、
Ｓｅ、Ｔｅ、Ｃ等を適宜導入することが好ましい。一方、ｐ型窒化物半導体を形成させる
場合は、ｐ型ドーパントであるＺｎ、Ｍｇ、Ｂｅ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ等をドープさせる。
窒化物半導体は、ｐ型ドーパントをドープしただけではｐ型化しにくいためｐ型ドーパン
ト導入後に、炉による加熱やプラズマ照射等により低抵抗化させることが好ましい。電極
形成後、半導体ウエハーからチップ状にカットさせることで窒化物半導体からなる発光素
子を形成させることができる。
【００２２】
　本発明の発光ダイオードにおいて、白色系を発光させるには、蛍光物質からの発光波長
との補色関係や透光性樹脂の劣化等を考慮して、発光素子の発光波長は４００ｎｍ以上５
３０ｎｍ以下が好ましく、４２０ｎｍ以上４９０ｎｍ以下がより好ましい。発光素子と蛍
光物質との励起、発光効率をそれぞれより向上させるためには、４５０ｎｍ以上４７５ｎ
ｍ以下がさらに好ましい。
【００２３】
　なお本発明では、パッケージ本体は金属のみにて構成されているため紫外線による構成
部材の劣化を抑制することができる。よって、本発明の発光装置に近紫外または紫外線領
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域を主発光波長とする発光素子を用い、前記発光素子からの光の一部を吸収して他の波長
を発光することが可能な蛍光物質とを組み合わせることで、色ムラの少ない色変換型発光
装置が得られる。ここで、前記蛍光物質を発光装置にバインダーする際には、比較的紫外
線に強い樹脂や無機物であるガラス等を用いることが好ましい。
【００２４】
＜金属パッケージ５＞
　本実施の形態の発光装置に用いられる金属パッケージ５は、発光素子を収納する凹部ａ
と、リード電極が配置されたベース部ｂとからなる。前記凹部の底面と前記リード電極の
底面はほぼ同一面上に位置している。
【００２５】
　発光装置において、発光素子から発せられる熱の放熱性及びパッケージの小型化を考慮
すると、金属パッケージは薄肉で形成されることが好ましい。一方、パッケージ材料の金
属と該金属と隣接する絶縁部材との熱膨張率等の差を緩和させ信頼性を向上させるために
は、それぞれの接触面を大きくする必要があり、金属パッケージは厚肉で形成されること
が好ましい。そこで本発明者は、金属パッケージにおいて、発光素子が配置される部分と
リード電極を固定する部分とを分別し、それぞれの領域において目的に合わせて形状及び
肉厚を設定することにより、信頼性の向上を図る。
　以下、それぞれの構成部材について詳述する。
【００２６】
＜凹部ａ＞
　本実施の形態の発光装置に用いられるパッケージは、中央部に、発光素子を収納し前記
発光素子からの発熱を良好に放熱することが可能な凹部を有する。前記凹部底面は、発光
装置の実装面、つまりリード電極の底面とほぼ同一平面上に位置しており、実装用基板２
７の表面と接するように構成されている。このように構成することにより、実装用基板２
７の表面に配線２９とは別途高熱伝導性領域２８を設け、該高熱伝導性領域２８と前記凹
部底面とを導電性部材にて固着することにより、発光素子からの発熱を直接実装基板へと
放熱することができ、発光素子への電流投下量を増大させ出力向上を図ることができる。
また、金属パッケージの背面に導電性を有する支持体を設ける場合は、前記支持体も前記
凹部底面と同様に前記高熱伝導性領域２８と導電性部材にて固着することが好ましい。
【００２７】
　また前記凹部底面の膜厚は、良好な放熱性を有するように外周部に相当するベース部よ
り薄肉に形成されている。これにより、前記薄肉部と前記ベース部である厚肉部とに熱抵
抗差を設けることができ、効率よく前記薄肉部より放熱することができる。前記凹部底面
である薄肉部の膜厚は、０．０５ｍｍ～０．２ｍｍが好ましく、より好ましくは０．０５
ｍｍ～０．１ｍｍである。このように設定された凹部底面は熱抵抗が低く好ましい。この
ように、本発明の発光装置は、発光素子からの発熱を外部より熱抵抗が低く設定された領
域より短い放熱経路にて直接実装基板に放熱することを可能とし、低熱抵抗化を実現して
いる。
　また、前記凹部底面である薄肉部主面は前記ベース部である厚肉部主面とほぼ平行をな
し、これらの境界部主面である凹部の内壁は屈曲している。これにより、前記薄肉部と前
記厚肉部との熱抵抗差が大きくなり、さらに放熱性を向上させることができる。
【００２８】
　前記凹部は、発光装置の中央部に位置することが好ましく、これにより良好な指向特性
が得られる。
　また凹部は、前記発光素子全体を収納することが可能な容積を有することが好ましい。
これにより、発光素子の四方側面から発光される光を前記凹部内壁にて良好に正面方向へ
取り出すことができる。これにより、特に窒化物半導体からなる発光素子にみられる発光
ムラや色むらを改善することができ好ましい。また、色変換層を用いて発光素子の波長を
変換させる場合、前記凹部内に配置された前記発光素子全体を色変換層で容易に被覆する
ことが可能となる。また、前記凹部内に前記発光素子を被覆する透光性部材を設けると、
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光の取り出し効率が向上され好ましい。本実施の形態では、前記透光性部材に前記発光素
子から発光される光の一部を吸収し他の波長を発光することが可能な蛍光物質を含有され
てなる色変換層にて前記発光素子を被覆している。本発明に用いられる金属パッケージは
、特に発光素子が配置される凹部の放熱性が優れているため、前記色変換層の各部材は無
機物に限らず有機物を用いることも可能であり、大電流投下による前記有機物の劣化はほ
とんどおこらず、良好な光学特性が得られる。また、前記凹部の内壁は、容積が開口側へ
いくほど大きくなるようにがテーパー形状であることが好ましく、これにより更に高輝度
に発光することが可能な発光装置が得られる。
【００２９】
　一方、外壁側である前記凹部の背面は、逆凸形状となっており、凹部底面とリード電極
の底面との間に溝を有することが好ましく、これにより、実装基板に実装する際、各リー
ド電極間で短絡が生じることを防止することができ、信頼性高く良好に実装することが可
能となる。前記溝がない場合、前記リード底面に付着される半田が隣接するベース部等に
付着し各電極間の絶縁が取れなくなりショートしてしまう恐れがある。
【００３０】
　前記凹部は、例えば金属平板に絞り加工を施すことにより構成される。本実施の形態で
は、金属平板の主面方向から絞り加工を施して金属を背面方向に流し凹部を形成する。こ
の流れた金属が凹部底面の一部となるように構成することで、実装面の面積を大きくする
ことができるとともに、凹部側面の底面側の膜厚を厚くすることができる。具体的には、
実装面を構成する凹部の膜厚は、主面側が平坦である発光素子載置部は薄く、主面側が凹
部の側壁の一部である前記発光素子載置部の外周部は厚く構成されている。これにより、
放熱性が向上される他、パッケージの機械的強度が増し、好ましい。また、精度良く実装
することが可能となり、好ましい指向特性が得られる。
【００３１】
＜ベース部ｂ＞
　本明細書では、金属パッケージにおいて前記凹部ａを囲む平板部分をベース部ｂとする
。前記ベース部は、厚さ方向に貫通された貫通孔を少なくとも１つ有する。前記貫通孔は
リード電極を固定するためのものであり、本実施の形態の発光装置は、前記貫通孔を２つ
有する。それぞれの貫通孔は、凹部ａを挟んで対向して設けられ、各内部に絶縁体を介し
て正又は負のリード電極がそれぞれ挿入されている。このように構成することにより、各
リード電極間の中心に発光素子を配置させることができ、良好な指向特性が得られる。
【００３２】
　ここで、本発明の発光装置の正及び負のリード電極は、少なくとも一方がベース部の貫
通孔内に絶縁体を介して挿入されていれば良く、図２の如く他方のリード電極は金属パッ
ケージと一体成形されていてもよい。このように構成すると、熱発生源であるパッケージ
凹部の発光素子配置面から前記他方のリード電極まで絶縁体を有さず連続した材料にて構
成されているため、熱が良好に分散され、前記凹部底面、前記他方のリード電極底面、及
びそれらの間の背面から良好に熱を放熱することができる。
【００３３】
　また、本発明の発光装置において、金属パッケージのベース部の膜厚は前記凹部の底面
厚より厚いことを特徴とする。ベース部の厚みは０．３ｍｍ～１．０ｍｍが好ましく、よ
り好ましくは０．５ｍｍ～１．０ｍｍである。０．３ｍｍより薄い場合、パッケージ全体
の強度が低下してしまう。またリッドとの溶接時に起こる応力歪により溶接界面にクラッ
クが生じる恐れがあり、このように気密性が不完全になると、水分が内部に侵入しワイヤ
や発光素子が腐食され信頼性が低下してしまう。また１．０ｍｍ以上の膜厚にすると、前
記溶接界面にパルス電流が伝わりにくくなり、シールが不完全になる恐れがある。また発
光装置が厚型化するとともにコストが高くなる。
【００３４】
　また、前記ベース部の外側縁部は、ベース部底面に沿って鍔部を有することが好ましい
。このように構成することにより、前記鍔部を設けることにより露出されるパッケージ端
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面と発光面側に配置されるリッドの内壁、及び前記鍔部の上面と前記リッド上面とが合わ
さり、これらの位置決めを容易に行うことができ、量産性が向上され好ましい。
【００３５】
　また、前記ベース部の背面側に支持体を設けても良い。前記背面側から突出している各
リード電極の間に、前記支持体がそれぞれ均等間隔で配置されると、発光装置の実装安定
性が向上され好ましい。前記支持体は、前記ベース部と同様の材料にて構成されることが
好ましく、これにより発光装置の放熱性が向上される。このような支持体は、例えば前記
ベース部の主面側からプレス加工を施して背面側へ金属の一部を流すことにより容易に形
成することができる。
【００３６】
　前記リード電極及び金属パッケージの熱伝導率はそれぞれ、１０Ｗ／ｍ・Ｋ以上１００
Ｗ／ｍ・Ｋ以下の範囲であることが好ましく、より好ましくは１５Ｗ／ｍ・Ｋ以上８０Ｗ
／ｍ・Ｋ以下、更に好ましくは１５Ｗ／ｍ・Ｋ以上５０Ｗ／ｍ・Ｋ以下である。、信頼性
を維持しながら大電流を長時間投下することが可能な発光装置が得られる。
　またそれぞれの熱膨張率は、０．０５×１０－ ４ ／ｄｅｇ以上０．２０×１０－ ４ ／ｄ
ｅｇ以下の範囲であることが好ましい。
【００３７】
　金属パッケージの熱膨張率は、前記絶縁部材の熱膨張率と同様の値か、若しくは大きい
値であることが好ましい。前者の場合、互いの部材が破損されることなく熱密着させるこ
とができる。また後者の場合、これらの熱膨張率の差が０．０１×１０－ ４ ／ｄｅｇ以下
であれば、互いの接触面積を出来るだけ大きくすることで熱膨張率の差による破損を回避
しつつ前記熱膨張率の差の効果によりほどよく金属パッケージが貫通孔の内部方向に収縮
され、前記貫通孔の内壁に基材の酸化膜を設けなくても、前記金属パッケージと前記絶縁
部材とを密着させることができる。これにより、作業工程が簡略化され生産性が良好な発
光措置が得られる。
【００３８】
　また、金属パッケージの基材は、強い強度を有することが好ましく、これにより薄型の
パッケージを信頼性高く形成することができる。金属パッケージの好ましい基材として、
コバール、鉄などが挙げられる。コバールとはＦｅ－Ｎｉ－Ｃｏ合金であり、絶縁部材に
用いられる低融点ガラスと近似の熱膨張率を有するので良好に気密封止を行うことができ
る。これら基材の最表面にはＡｇメッキを施すことが好ましい。このように構成すると、
パッケージ表面の光反射散乱率が向上される他、Ａｇ層が溶接用ろう材となり、発光素子
、ワイヤ、及びリッドと、金属パッケージ本体との密着性が向上され好ましい。更に、発
光素子からの光が照射されるパッケージの主面側はＡｇ層を光沢にメッキし、他の部材と
の密着性を高めたい部分のみのＡｇ層を無光沢にメッキすると、これらの効果は増殖され
る。
　本発明で用いられる金属パッケージは、上記のように構成され、これにより高い信頼性
を有する発光装置を安価に得ることができる。
【００３９】
＜リード電極＞
　本発明の発光装置は、正及び負のリード電極を有し、そのうちの少なくとも一方は、金
属パッケージのベース部と絶縁部材を介して一体的に設けられる。例えば、前記ベース部
に貫通孔を設け、該貫通孔内に絶縁部材を介して挿入されている。前記リード電極の先端
部は、前記ベース部の表面から突出しており、且つ前記リード電極の底面は前記凹部の実
装面側底面と略同一平面上に位置している。
【００４０】
　リード電極２のワイヤ接続面である上面は、０．０２ｍｍ２ ～０．２ｍｍ２ の範囲の面
積を有することが好ましく、より好ましくは０．０５ｍｍ２ ～０．１５ｍｍ２ である。こ
のように構成されることにより、ワイヤボンディングの精度が良好で且つ小型化の発光装
置が得られる。
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　また、リード電極の実装面側である底面が前記ベース部背面から突出している場合、前
記底面は前記上面より広い面積を有するように構成することができる。このように構成す
ると、前記リード電極が発光装置の支持体の役割を兼ね合わせ、安定して表面実装するこ
とが可能となると共に、実装基板との接触面積が広くなるため放熱性が向上される。この
ような形状のリード電極は、例えば柱状に形成されたリード電極の底面側をプレス加工す
ることにより得ることができる。リード電極の底面側の好ましい形状として、逆Ｔ字型、
末広がり型、逆テーパ型等が挙げられる。
【００４１】
＜リッド６＞
　本実施の形態の発光装置は、金属パッケージの主面側に、透光性窓部７と金属部とから
なるリッド６を有する。前記窓部７は、発光装置の発光面であり中央部に配置されること
が好ましい。
【００４２】
　本実施の形態において、前記窓部は、前記金属パッケージの凹部に配置された発光素子
の上面に位置しており、前記凹部の内壁の延長線と交点を有する。前記発光素子の端部か
らから発光される光は、前記凹部の側面にて反射散乱され正面方向に取り出される。これ
らの反射散乱光の存在範囲は、ほぼ前記凹部の側面の延長線内であると考えられる。そこ
で、上記のように発光面である窓部の面積を調整することにより、前記反射散乱光は効率
よく前記窓部に集光され、高輝度な光を発光することが可能な発光装置が得られる。
　リッドの基材は、パッケージ本体及び窓部の透光性部材と熱膨張係数が近似しているこ
とが好ましい。また、リッドの材質の表面は基材の保護膜としてＮｉメッキ層を有するこ
とが好ましい。
【００４３】
　上記リッドは、例えば、カーボン製の封着治具を用いて、リッド本体に形成された開口
部内にタブレット状のガラスを配置し通炉させることによりガラスとリッド本体とを気密
絶縁的に封着させることができる。
　リッドの形状は、パッケージの溶接部と密接可能な滑らかな平面を有し且つパッケージ
を気密封止できれば特に限定されるものではない。中央部が凸形状のリッドを用いると、
前記リッドの窓部の背面に色変換部材を良好にバインダーさせることができ、歩留まり良
く発光装置を形成することができる。また、凸形状のリッドに柔軟性を有する部材を注入
し、金属パッケージに電気的に接続された発光素子を挿入して一体化させると、耐熱応力
に優れた発光装置が得られる。
【００４４】
　更に、前記窓部表面を図７の如く曲線を帯びたレンズ形状とすると、光の収束が良好と
なり、正面方向の光度が高い発光装置が得られる。例えば、青色ＬＥＤチップが載置され
た金属パッケージに、指向角が４５度程度に設定され且つ背面に前記青色の光の一部を吸
収し黄色の光を発光する蛍光物質を固着されてなる砲弾側レンズを載置すると、これらの
混色により高輝度に白色ビームを発光することが可能な小型化発光装置が得られる。この
ような発光装置は、携帯電話等の小型機械に備えられた描写機能に必要とされるフラッシ
ュの用途に用いることができる。
【００４５】
＜蛍光物質８＞
　本発明の発光装置は、発光素子と該発光素子から発光される光の少なくとも一部を吸収
し他の光を発光することが可能な蛍光物質とを組み合わせることにより、所望の色調を有
する光を得ることができる。また、蛍光物質は、拡散剤や顔料等他の部材と互換性を有し
ており、またこれらを組み合わせて用いることも可能である。これらの配置例として、前
記リッドの窓部の部材に、蛍光物質８等の他物質を含有させてもよいし、前記窓部の内部
表面にバインダーを用いて前記他物質層を塗布してもよい。また金属パッケージの凹部内
に樹脂等に含有させて配置させてもよい。
【００４６】
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　ここで、本実施例で用いられている蛍光物質について詳述する。
　本実施例の発光装置では、窒化物系半導体を発光層とする半導体発光素子から発光され
た光を励起させて発光できるセリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム酸化物系
蛍光物質をベースとした蛍光物質を用いている。
【００４７】
　具体的なイットリウム・アルミニウム酸化物系蛍光物質としては、ＹＡｌＯ３ ：Ｃｅ、
Ｙ３ Ａｌ５ Ｏ１ ２ ：Ｃｅ（ＹＡＧ：Ｃｅ）やＹ４ Ａｌ２ Ｏ９ ：Ｃｅ、更にはこれらの混合
物などが挙げられる。イットリウム・アルミニウム酸化物系蛍光物質にＢａ、Ｓｒ、Ｍｇ
、Ｃａ、Ｚｎの少なくとも一種が含有されていてもよい。また、Ｓｉを含有させることに
よって、結晶成長の反応を抑制し蛍光物質の粒子を揃えることができる。
　本明細書において、Ｃｅで付活されたイットリウム・アルミニウム酸化物系蛍光物質は
特に広義に解釈するものとし、イットリウムの一部あるいは全体を、Ｌｕ、Ｓｃ、Ｌａ、
Ｇｄ及びＳｍからなる群から選ばれる少なくとも１つの元素に置換され、あるいは、アル
ミニウムの一部あるいは全体をＢａ、Ｔｌ、Ｇａ、Ｉｎの何れが又は両方で置換され蛍光
作用を有する蛍光体を含む広い意味に使用する。
【００４８】
　更に詳しくは、一般式（Ｙ zＧｄ 1 - z） 3Ａｌ 5Ｏ 1 2：Ｃｅ（但し、０＜ｚ≦１）で示され
るフォトルミネッセンス蛍光体や一般式（Ｒｅ 1 - aＳｍ a） 3Ｒｅ‘ 5Ｏ 1 2：Ｃｅ（但し、０
≦ａ＜１、０≦ｂ≦１、Ｒｅは、Ｙ、Ｇｄ、Ｌａ、Ｓｃから選択される少なくとも一種、
Ｒｅ’は、Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎから選択される少なくとも一種である。）で示されるフォト
ルミネッセンス蛍光体である。
【００４９】
　この蛍光物質は、ガーネット構造（ざくろ石型構造）のため、熱、光及び水分に強く、
励起スペクトルのピークを４５０ｎｍ付近にさせることができる。また、発光ピークも、
５８０ｎｍ付近にあり７００ｎｍまですそを引くブロードな発光スペクトルを持つ。
【００５０】
　またフォトルミネセンス蛍光体は、結晶中にＧｄ（ガドリニウム）を含有することによ
り、４６０ｎｍ以上の長波長域の励起発光効率を高くすることができる。Ｇｄの含有量の
増加により、発光ピーク波長が長波長に移動し全体の発光波長も長波長側にシフトする。
すなわち、赤みの強い発光色が必要な場合、Ｇｄの置換量を多くすることで達成できる。
一方、Ｇｄが増加すると共に、青色光によるフォトルミネセンスの発光輝度は低下する傾
向にある。さらに、所望に応じてＣｅに加えＴｂ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ、Ｆｅ、Ｃｒ、Ｎｄ
、Ｄｙ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｅｕらを含有させることもできる。
【００５１】
　しかも、ガーネット構造を持ったイットリウム・アルミニウム・ガーネット（ざくろ石
型）系蛍光体の組成のうち、Ａｌの一部をＧａで置換することで発光波長が短波長側にシ
フトする。また、組成のＹの一部をＧｄで置換することで、発光波長が長波長側にシフト
する。
【００５２】
　Ｙの一部をＧｄで置換する場合、Ｇｄへの置換を１割未満にし、且つＣｅの含有（置換
）を０．０３から１．０にすることが好ましい。Ｇｄへの置換が２割未満では緑色成分が
大きく赤色成分が少なくなるが、Ｃｅの含有量を増やすことで赤色成分を補え、輝度を低
下させることなく所望の色調を得ることができる。このような組成にすると温度特性が良
好となり発光ダイオードの信頼性を向上させることができる。また、赤色成分を多く有す
るように調整されたフォトルミネセンス蛍光体を使用すると、ピンク等の中間色を発光す
ることが可能な発光装置を形成することができる。
【００５３】
　このようなフォトルミネセンス蛍光体は、Ｙ、Ｇｄ、Ａｌ、及びＣｅの原料として酸化
物、又は高温で容易に酸化物になる化合物を使用し、それらを化学量論比で十分に混合し
て原料を得る。又は、Ｙ、Ｇｄ、Ｃｅの希土類元素を化学量論比で酸に溶解した溶解液を
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蓚酸で共沈したものを焼成して得られる共沈酸化物と、酸化アルミニウムとを混合して混
合原料を得る。これにフラックスとしてフッ化バリウムやフッ化アンモニウム等のフッ化
物を適量混合して坩堝に詰め、空気中１３５０～１４５０°Ｃの温度範囲で２～５時間焼
成して焼成品を得、つぎに焼成品を水中でボールミルして、洗浄、分離、乾燥、最後に篩
を通すことで得ることができる。
【００５４】
　本願発明の発光装置において、このようなフォトルミネセンス蛍光体は、２種類以上の
セリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット（ざくろ石型）蛍光体や
他の蛍光体を混合させてもよい。
【００５５】
　また、本発明で用いられる蛍光物質の粒径は１０μｍ～５０μｍの範囲が好ましく、よ
り好ましくは１５μｍ～３０μｍである。１５μｍより小さい粒径を有する蛍光物質は、
比較的凝集体を形成しやすく、液状樹脂中において密になって沈降されるため、光の透過
効率を減少させてしまう。本発明では、このような蛍光物質を有しない蛍光物質を用いる
ことにより蛍光物質による光の隠蔽を抑制し発光装置の出力を向上させる。また本発明の
粒径範囲である蛍光物質は光の吸収率及び変換効率が高く且つ励起波長の幅が広い。この
ように、光学的に優れた特徴を有する大粒径蛍光物質を含有させることにより、発光素子
の主波長周辺の光をも良好に変換し発光することができ、発光装置の量産性が向上される
。
【００５６】
　ここで本発明において、粒径とは、体積基準粒度分布曲線により得られる値である。前
記体積基準粒度分布曲線は、レーザ回折・散乱法により粒度分布を測定し得られるもので
、具体的には、気温２５℃、湿度７０％の環境下において、濃度が０．０５％であるヘキ
サメタリン酸ナトリウム水溶液に各物質を分散させ、レーザ回折式粒度分布測定装置（Ｓ
ＡＬＤ－２０００Ａ）により、粒径範囲０．０３μｍ～７００μｍにて測定し得られたも
のである。この体積基準粒度分布曲線において積算値が５０％のときの粒径値であり、本
発明で用いられる蛍光物質の中心粒径は１５μｍ～５０μｍの範囲であることが好ましい
。また、この中心粒径値を有する蛍光物質が頻度高く含有されていることが好ましく、頻
度値は２０％～５０％が好ましい。このように粒径のバラツキが小さい蛍光物質を用いる
ことにより色ムラが抑制され良好な色調を有する発光装置が得られる。
【００５７】
　蛍光物質の配置場所は特に限定されず、リッドの窓部の背面にバインダーしても良いし
、リッドの窓部の材料に直接含有させても良い。また、比較的熱による劣化の少ない樹脂
やガラス等の無機物に蛍光物質を含有させ発光素子を覆うようにパッケージ凹部内に充填
させてもよい。本発明のパッケージは金属からなり放熱性に優れているため、凹部内に配
置された発光素子の周囲に樹脂等を用いて蛍光物質を充填させても構成部材はほとんど熱
に劣化されることなく、樹脂及び蛍光物質の本来の作用を最大限に利用することができる
。
【００５８】
　リッドの窓部に直接蛍光物質を含有させるには、例えば、リッド本体に開口部を設け、
該開口部にガラスのパウダー状若しくはペレット状のものと粉末の蛍光物質との混合物を
配置させ、プレス加工により一括成型させる。これにより蛍光物質含有の窓部が形成され
る。また、ガラスペーストに蛍光物質を混合したものを配置して焼成しても良い。
　また、リッドの窓部の背面や発光素子の表面にバインダーにて蛍光物質を付着させる場
合、前記バインダーの材質は特に限定されず、有機物及び無機物のいずれをも用いること
ができる。
【００５９】
　バインダーとして有機物を使用する場合、具体的材料として、エポキシ樹脂、アクリル
樹脂、シリコーン樹脂などの耐候性に優れた透明樹脂が好適に用いられる。特にシリコー
ン樹脂を用いると信頼性に優れ且つ蛍光物質の分散性を向上させることができ好ましい。
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またエラストマー状またはゲル状の部材を用いると、耐熱応力に優れた発光装置が得られ
る。
【００６０】
　また、バインダーとして窓部の熱膨張率と近似である無機物を使用すると、蛍光物質を
良好に前記窓部に密着させることができ好ましい。具体的方法として、沈降法やゾル－ゲ
ル法等を用いることができる。例えば、蛍光物質、シラノール（Ｓｉ（ＯＥｔ）３ ＯＨ）
、及びエタノールを混合してスラリーを形成し、該スラリーをノズルからリッドの窓部に
吐出させた後、３００℃にて３時間加熱してシラノールをＳｉＯ２ とし、蛍光物質を固着
させることができる。
【００６１】
　また、無機物である結着剤をバインダーとして用いることもできる。結着剤とは、いわ
ゆる低融点ガラスであり、微細な粒子であり且つ紫外から可視領域のふく射線に対して吸
収が少なくバインダー中にて極めて安定であることが好ましく、沈殿法により得られた細
かい粒子であるアルカリ土類のほう酸塩が適している。
【００６２】
　また、大きい粒径を有する蛍光物質を付着させる場合、融点が高くても粒子が超微粉体
である結着剤、例えば、デグサ製のシリカ、アルミナ、あるいは沈殿法で得られる細かい
粒度のアルカリ土類金属のピロりん酸塩、正りん酸塩などを使用することが好ましい。
　これらの結着剤は、単独、若しくは互いに混合して用いることができる。
【００６３】
　ここで、上記結着剤の塗布方法について述べる。結着剤は、結着効果を十分に高めるた
め、ビヒクル中に湿式粉砕しスラリー状にして結着剤スラリーとして用いることが好まし
い。前記ビヒクルとは、有機溶媒あるいは脱イオン水に少量の粘結剤を溶解して得られる
高粘度溶液である。例えば、有機溶媒である酢酸ブチルに対して粘結剤であるニトロセル
ロースを１ｗｔ％含有させることにより、有機系ビヒクルが得られる。
【００６４】
　このようにして得られた結着剤スラリーに蛍光物質を含有させて塗布液を作製する。塗
布液中のスラリーの添加量は、前記塗布液中の蛍光物質量に対して前記スラリー中の結着
剤の総量が１～３％ｗｔ程度であることが好ましい。結着剤の添加量が多すぎると、光束
維持率が低下する傾向にあるので、最小限の使用にとどめることが好ましい。
【００６５】
　リッドの窓部背面に上記結着剤にて蛍光物質を固着させたい場合、前記塗布液を前記窓
部の背面に塗布し、その後、温風あるいは熱風を吹き込み乾燥させる。最後に４００℃～
７００℃の温度でベーキングを行い、前記ビヒクルを飛散させる。これにより前記窓部の
表面に蛍光体層が前記結着剤にて付着される。
【００６６】
＜拡散剤＞
　更に、本発明において、上記の色変換部材中に蛍光物質に加えて拡散剤を含有させても
良い。具体的な拡散剤としては、チタン酸バリウム、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸
化珪素等が好適に用いられる。これによって良好な指向特性を有する発光装置が得られる
。
【００６７】
　ここで本明細書において拡散剤とは、中心粒径が１ｎｍ以上５μｍ未満のものをいう。
１μｍ以上５μｍ未満の拡散剤は、発光素子及び蛍光物質からの光を良好に乱反射させ、
大きな粒径の蛍光物質を用いることにより生じやすい色ムラを抑制することができ好まし
い。また、発光スペクトルの半値幅を狭めることができ、色純度の高い発光装置が得られ
る。一方、１ｎｍ以上１μｍ未満の拡散剤は、発光素子からの光波長に対する干渉効果が
低い反面、透明度が高く、光度を低下させることなく樹脂粘度を高めることができる。こ
れにより、ポッティング等により色変換部材を配置させる場合、シリンジ内において樹脂
中の蛍光物質をほぼ均一に分散させその状態を維持することが可能となり、比較的取り扱
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いが困難である粒径の大きい蛍光物質を用いた場合でも歩留まり良く生産することが可能
となる。このように本発明における拡散剤は粒径範囲により作用が異なり、使用方法に合
わせて選択若しくは組み合わせて用いることができる。
【００６８】
＜フィラー＞
　更に、本発明において、色変換部材中に蛍光物質に加えてフィラーを含有させても良い
。具体的な材料は拡散剤と同様であるが、拡散剤と中心粒径が異なり、本明細書において
フィラーとは中心粒径が５μｍ以上１００μｍ以下のものをいう。このような粒径のフィ
ラーを透光性樹脂中に含有させると、光散乱作用により発光装置の色度バラツキが改善さ
れる他、透光性樹脂の耐熱衝撃性を高めることができる。これにより高温下での使用にお
いても、発光素子と外部電極とを電気的に接続しているワイヤーの断線や前記発光素子底
面とパッケージの凹部底面と剥離等を防止することができる信頼性の高い発光装置が得ら
れる。更には樹脂の流動性を長時間一定に調整することが可能となり所望とする場所内に
封止部材を形成することができ歩留まり良く量産することが可能となる。
【００６９】
　また、フィラーは蛍光物質と類似の粒径及び／又は形状を有することが好ましい。ここ
で、本明細書において類似の粒径とは、各粒子のそれぞれの中心粒径の差が２０％未満の
場合をいい、類似の形状とは、各粒径の真円との近似程度を表す円形度（円形度＝粒子の
投影面積に等しい真円の周囲長さ／粒子の投影の周囲長さ）の値の差が２０％未満の場合
をいう。このようなフィラーを用いることにより、蛍光物質とフィラーが互いに作用し合
い、樹脂中にて蛍光物質を良好に分散させることができ色ムラが抑制される。更に、蛍光
物質及びフィラーは、共に中心粒径が１５μｍ～５０μｍ、より好ましくは２０μｍ～５
０μｍであると好ましく、このように粒径を調整することにより、各粒子間に好ましい間
隔を設けて配置させることができる。これにより光の取り出し経路が確保され、フィラー
混入による光度低下を抑制しつつ指向特性を改善させることができる。
【００７０】
【実施例】
　以下、本発明に係る実施例の発光装置について詳述する。なお、本発明は以下に示す実
施例のみに限定されるものではない。
【００７１】
　実施例１．
　図１に示すような表面実装型の発光装置を形成する。ＬＥＤチップは、発光層として単
色性発光ピークが可視光である４７５ｎｍのＩｎ０ ． ２ Ｇａ０ ． ８ Ｎ半導体を有する窒化
物半導体素子を用いる。より具体的にはＬＥＤチップは、洗浄させたサファイヤ基板上に
ＴＭＧ（トリメチルガリウム）ガス、ＴＭＩ（トリメチルインジウム）ガス、窒素ガス及
びドーパントガスをキャリアガスと共に流し、ＭＯＣＶＤ法で窒化物半導体を成膜させる
ことにより形成させることができる。ドーパントガスとしてＳｉＨ４ とＣｐ２ Ｍｇを切り
替えることによってｎ型窒化物半導体やｐ型窒化物半導体となる層を形成させる。
【００７２】
　ＬＥＤチップの素子構造としてはサファイア基板上に、アンドープの窒化物半導体であ
るｎ型ＧａＮ層、Ｓｉドープのｎ型電極が形成されｎ型コンタクト層となるＧａＮ層、ア
ンドープの窒化物半導体であるｎ型ＧａＮ層、次に発光層を構成するバリア層となるＧａ
Ｎ層、井戸層を構成するＩｎＧａＮ層、バリア層となるＧａＮ層を１セットとしＧａＮ層
に挟まれたＩｎＧａＮ層を５層積層させた多重量子井戸構造としてある。発光層上にはＭ
ｇがドープされたｐ型クラッド層としてＡｌＧａＮ層、Ｍｇがドープされたｐ型コンタク
ト層であるＧａＮ層を順次積層させた構成としてある。（なお、サファイヤ基板上には低
温でＧａＮ層を形成させバッファ層とさせてある。また、ｐ型半導体は、成膜後４００℃
以上でアニールさせてある。）
【００７３】
　エッチングによりサファイア基板上の窒化物半導体に同一面側で、ｐｎ各コンタクト層
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表面を露出させる。各コンタクト層上に、スパッタリング法を用いて正負各台座電極をそ
れぞれ形成させた。なお、ｐ型窒化物半導体上の全面には金属薄膜を透光性電極として形
成させた後に、透光性電極の一部に台座電極を形成させてある。出来上がった半導体ウエ
ハーをスクライブラインを引いた後、外力により分割させ半導体発光素子であるＬＥＤチ
ップを形成させる。
【００７４】
　一方、中央部に凹部有し且つ前記凹部の両側にコバール製のリード電極が絶縁的に気密
絶縁的に挿入固定されたベース部とからなるコバール製パッケージを用いる。前記パッケ
ージ及びリード電極の表面にはＮｉ／Ａｇ層が設けられている。
【００７５】
　このようにして構成されたパッケージの凹部内に、Ａｇ－Ｓｎ合金にてＬＥＤチップを
ダイボンドする。このように構成することにより、発光装置の構成部材を全て無機物とす
ることができ、飛躍的に信頼性の高い発光装置が得られる。
【００７６】
　ここでダイボンドに用いられる接合部材は、上記のような合金の他、導電性材料が含有
された樹脂又はガラス等を用いることができる。含有される導電性材料はＡｇが好ましく
、含有量が８０％～９０％であるＡｇペーストを用いると放熱性に優れて且つ接合後の応
力が小さい発光装置が得られる。
【００７７】
　次に、ダイボンドされたＬＥＤチップの各電極と、パッケージ凹部底面から露出された
各リード電極とをそれぞれＡｇワイヤにて電気的導通を取る。ここで本実施例の発光装置
は構成部材として有機物である樹脂を用いないため、Ａｌワイヤを用いることも可能であ
る。
【００７８】
　次に、パッケージの凹部内の水分を十分に排除した後、中央部にガラス窓部を有するコ
バール製リッドにて前記凹部を封止しシーム溶接を行う。
　このようにして得られた発光措置に対して信頼性試験を行うと、Ｉｆ＝５００ｍＡ下に
おいて５００時間経過した後に発光出力を測定すると、相対出力とほとんど差が見られず
、多くの電流を印可しても長時間高い出力を維持できる発光装置が得られる。
【００７９】
　実施例２．
　金属パッケージを鉄にて構成し、ベース部の膜厚を凹部の底面厚より厚くする以外は、
実施例１と同様にして発光装置を形成すると、実施例１よりも放熱性に優れ且つ強度の強
い発光装置が得られる。これにより信頼性及び歩留まりが共に向上され、高出力を長時間
に渡って維持できる発光装置が歩留まり良く得られる。
【００８０】
　実施例３．
　図４の如く、金属パッケージの凹部内壁側のみをテーパー形状とする以外は実施例２と
同様にして発光装置を形成すると、実施例２より発光出力及び機械的強度が１５％向上さ
れる。
【００８１】
　実施例４．
　透光性窓部を凸レンズ形状とする以外は実施例３と同様にして発光装置を形成すると、
実施例３より正面光度が５０％向上される。
【００８２】
　実施例５．
　図５の如く、リッドの窓部に蛍光物質を含有させる以外は実施例３と同様にして発光装
置を形成する。
　ここで蛍光物質は、Ｙ、Ｇｄ、Ｃｅの希土類元素を化学量論比で酸に溶解した溶解液を
蓚酸で共沈させる。これを焼成して得られる共沈酸化物と、酸化アルミニウムと混合して
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混合原料を得る。これにフラックスとしてフッ化バリウムを混合して坩堝に詰め、空気中
１４００°Ｃの温度で３時間焼成して焼成品を得られる。焼成品を水中でボールミルして
、洗浄、分離、乾燥、最後に篩を通して中心粒径が２２μｍである（Ｙ０ ． ９ ９ ５ Ｇｄ０

． ０ ０ ５ ）２ ． ７ ５ ０ Ａｌ５ Ｏ１ ２ ：Ｃｅ０ ． ２ ５ ０ 蛍光物質を形成する。
【００８３】
　このようにして得られた蛍光物質とパウダー状のシリカとを１：２の割合で混合させ、
リッドに設けられた開口部に配置しプレス加工により一括成型させる。　このようにして
得られた色変換型発光装置は、実施例１と同様な効果が得られ、信頼性が高く且つ高出力
で白色光を発光することができる。
【００８４】
　実施例６．
　ニトロセルロース９０ｗｔ％とγ－アルミナ１０ｗｔ％からなるスラリーに対して上記
蛍光物質を５０ｗｔ％含有させ、リッドの透光性窓部の背面に塗布し、２２０℃にて３０
分間加熱硬化させることにより色変換部材を構成する以外は実施例３と同様にして発光装
置を形成すると、実施例５と同様の効果が得られる。
【００８５】
　実施例７．
　前記色変換部材を、蛍光物質が５０ｗｔ％含有されたシリコーン樹脂にて構成する以外
は実施例６と同様にして発光装置を形成すると、実施例６と同様な効果が得られる。
【００８６】
　実施例８．
　前記色変換部材を、蛍光物質が５０ｗｔ％含有されたシリカ－ゲルを塗布して色変換部
材を形成する以外は実施例６と同様にして発光装置を形成したところ、実施例６と同様の
効果が得られる。
【００８７】
　実施例９．
　パッケージの凹部内に蛍光物質含有のシリコーン樹脂を充填させて色変換部材を形成す
る以外は実施例３と同様に発光装置を形成すると、実施例５より正面光度の高い発光装置
が得られる。また、発光素子を樹脂にて被覆することにより、点光源を面光源とすること
ができ、光の混色性に優れているので、角度による色バラツキがなく均一な発光が得られ
る。また前記シリコーン樹脂として、エラストマー状シリコーン樹脂またはゲル状シリコ
ーン樹脂を用いると、耐熱応力に優れた発光装置が得られ、信頼性が向上される。
【００８８】
　実施例１０．
　図９に示すような表面実装型の発光装置を形成する。鉄からなるベース状平板の中心を
、背面側にテーパー形状の金型を設置した状態にて、主面方向から絞り加工を施して金属
を背面および主面へと流し、ベース部の膜厚より薄い底面厚を有し且つ主面側において隣
接するベース部より突出した縁部を有し内壁がテーパ－形状である凹部を一体成形する。
このように形成することにより、信頼性および光取り出し効率に優れた発光装置を量産性
良く得ることができる。
　次に、前記凹部を囲むベース部において、一端面に沿って２つの貫通孔を厚さ方向に形
成する。
【００８９】
　一方、主面側の面積が底面側の面積よりも広い、Ｔ字形状のリード電極をコバールにて
形成し、表面にＮｉ／Ａｕメッキを施す。このようにして形成されたリード電極を主面側
から前記貫通孔に挿入する。ここで、上記リード電極はＴ字形状であるため、前記貫通孔
内へ挿入する際に位置決めが容易であり、リード電極を精度良く固定することができる。
次に、前記リード電極の主面側を該主面サイズと合致する凹部を有する炭素製治具に固定
し、前記貫通孔と前記リード電極との界面にガラスを塗布し溶融し、前記界面を気密封止
する。前記リード電極の主面の面積は大きく設計されているため、前記炭素製治具に安定
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性高く固定することができる。これにより、前記界面の気密封止を精度良く行うことがで
きる。また、本実施例の発光装置は、パッケージの主面側は窒素ガスにて気密封止される
。これにより、主面側において金属のマイグレーションは防止され、リード電極の主面側
の面積を最大限に大きくすることが可能となる。これにより、各リード電極の主面にワイ
ヤをステッチボンディングして切断した後、前記ステッチボンディング部を他の金属片に
て補強することができる。具体的には、リード電極表面に第１のステッチボンディングを
行いワイヤ切断した後、前記第一のステッチボンディングの少なくとも一部を覆うように
別途のワイヤにて補強用ボールを形成し、そのままワイヤを上部に引き上げるとともに前
記補強用ボールの中心を介してＬＥＤチップと接続されたワイヤと反対側へ移動させ、前
記補強用ボールを介して前記第一のステッチボンディング上を覆うように第二のステッチ
ボンディングを行いワイヤを切断する。このような補強金属片は、第一のステッチボンデ
ィング部上に、第二のボールボンディング部と第二のステッチボンディングとが、全て一
方向に並んで配置して構成されている。これにより、前記一方向にて、各ボンディングに
よる加重及び超音波印可、つまり合計で３度の加重及び超音波印可が集中的に施され、リ
ード電極との密着強度を高めることができる。また、前記第一のステッチボンディング部
と前記第二のステッチボンディング部は、前記補強用ボールを介してほぼ対称であること
が好ましく、これにより第１のステッチボンディング部と第２のステッチボンディングと
の間に介される第２のボールボンディング部の膜厚はほぼ均等となり、第２のステッチボ
ンディングによる加重及び超音波印可を前記一方向において全面均等に伝達することがで
き、満遍なく接合強度を強化することができる。このようにボンディング補強を行うと、
各ボンディング条件が良くない場合でも高い信頼性を維持することができる。
【００９０】
　また、リード電極の表面積を大きくできることから、各リード電極表面上に複数のワイ
ヤを精度良くボンディングすることができる。例えば、発光領域を複数有する大チップ型
発光素子は、大電流の投下により高出力にて発光することが可能であるが、発光とともに
自己発熱を伴うため、ワイヤにて電気的導電を取る場合、前記自己発熱によるワイヤ溶断
を防止するため複数本のワイヤにて電気的接続を取ることが好ましく、本実施例のパッケ
ージはこのような発光素子を信頼性高く載置することができる。また、発光素子の静電耐
圧を高めることを目的として、前記ベース部に別途保護素子を載置する場合、発光素子と
保護素子とからそれぞれリード電極へワイヤボンディングされ、一つのリード電極の主面
において２以上のワイヤがボンディングされることとなるが、本実施例のパッケージを用
いることにより、信頼性が高く光学特性に優れた発光装置を量産性良く形成することがで
きる。一方、底面側は空気と接触するため、マイグレーションの発生を考慮し表面積を小
さくすることが好ましい。
【００９１】
　また、本実施例では、上記各リード電極は、パッケージの一端面に沿って配列されてい
る。このように構成することにより、実装基板の電極配線を簡易化することができると共
に放熱させるための領域を広くすることができる。また、実装パターンのバリエーション
が豊富となり好ましい。さらに、信頼性を高めるため発光素子とは別途に保護素子を載置
する場合、前記保護素子は前記一端面に沿って前記各リード電極の間に載置することが好
ましい。これにより、前記保護素子から前記各リード電極の主面へボンディングされるワ
イヤの長さを極力短くすることができ、光学特性へ悪影響を与えることなく信頼性を高め
ることができる。
【００９２】
　また、前記凹部の縁部主面は、前記各リード電極の主面と略同一平面上に位置している
ことが好ましく、これによりワイヤボンディング精度を高めることができ、信頼性が高い
薄型化発光装置が得られる。また、前記凹部の縁部のうち、前記凹部と前記各リード電極
との間に位置する縁部の主面は、前記ベース部主面よりも低く構成されていることが好ま
しく、更に主面と内壁とからなる角はＲを帯びていることが好ましい。これにより、ワイ
ヤのループ高さを更に低くすることができ、輝度向上と薄型化とを共に実現することがで
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きる。このように部分的に高さが調整された縁部は、凹部形成時のプレス加工により一体
成形することができる。
【００９３】
　次に、ベース部において、前記各リード電極と前記凹部を介して対向する２カ所に、主
面側からプレス加工を施し金属の一部を底面側へ流すことにより支持体を形成する。支持
体の底面は、前記リード電極底面及び凹部底面と略同一平面上に位置している。これによ
り、実装性および放熱性に優れた発光装置が得られる。
【００９４】
　このようにして構成されたパッケージの凹部内に、Ａｇ－Ｓｎ合金にて、同一面側に正
負の各電極を２つずつ有するＬＥＤチップをダイボンドする。ＬＥＤチップは、光を発光
する側面が前記凹部の突出した縁部と対向するように載置することが好ましい。具体的に
は、チップの角が前記各リード電極と対向するように載置する。このように載置すること
により、光取り出し効率を低下させることなく発光装置の薄型化を実現することができる
。ＬＥＤチップの２つ正電極はそれぞれ一方のリード電極の主面とＡｕワイヤにて導電を
とり、また２つの負電極はそれぞれ他方のリード電極の主面とＡｕワイヤにて導電を取る
。このように各電極を２つ以上有する発光素子は、発光出力が優れている反面比較的多く
のは発熱量を伴うが、本発明のパッケージは放熱性に優れているため信頼性を損なうこと
なく高出力の発光装置を形成することができる。また、各リード電極の主面側の面積を大
きく形成しているため、信頼性高く複数のワイヤをボンディングすることができる。本実
施例では、各リード電極が一端部側に配列されているため、所望に応じてリード電極の主
面積をさらに大きくしても、一方向のみにパッケージを大きくすればよく、発光装置の大
型化を最小限にとどめることができる。
【００９５】
　次に、パッケージの凹部内の水分を排除した後、中央部にガラス窓部を有するコバール
製リッドにて前記ＬＥＤチップおよびワイヤを被覆し、窒素ガスにて気密封止しシーム溶
接を行う。
　ここで、前記ガラス窓部は、前記凹部の内壁の延長線と交わることが好ましく、さらに
は、前記発光素子の側面と対向する前記内壁の立ち上がり地点と前記発光素子を介して向
かい合った前記内壁の最上端点とを結ぶ直線と交わることが好ましい。このように窓部の
面積を設計することにより、前記内壁にて反射散乱された光を効率よく外部へ取り出すこ
とができる。
　このようにして得られた発光装置は、実施例３よりさらに高い発光出力および機械的強
度を有する。
【００９６】
　実施例１１．
　図１０の如く、発光素子であるＬＥＤチップの表面および凹部内の平面上に実施例５と
同様の蛍光物質８（Ｙ０ ． ９ ９ ５ Ｇｄ０ ． ０ ０ ５ ）２ ． ７ ５ ０ Ａｌ５ Ｏ１ ２ ：Ｃｅ０ ． ２

５ ０ とＳｉＯ２ を有する連続した色変換層を、スプレーコーティングにより形成する以外
は、実施例１０と同様にして発光装置を形成する。ここで、前記色変換層の形成方法につ
いて詳述する。
【００９７】
　工程１．
　アルキルシリケートとしてメチルシリケート、エチルシリケート、Ｎ－プロピルシリケ
ート、Ｎ－ブチルシリケート、が使用できるが、本実施例では、ＳｉＯ２ を４０ｗｔ％含
むエチルシリケートを縮合させた無色透明のオリゴマー液体を使用する。また、エチルシ
リケートは、予め触媒存在下において水と反応させて加水分解反応を起こしゾル化させた
ものを使用する。
【００９８】
　まず、ゾル状エチルシリケートとエチレングリコールと蛍光物質とが、重量比が１：１
：１の割合で混合された溶液を撹拌し塗布液を調整する。ここで、ゾル状エチルシリケー
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トは乾燥しやすいため、ブタノール、エチレングリコールのような高沸点（１００℃～２
００℃）の有機溶剤と混合することによりゲル化を防止することが好ましい。このように
高沸点の有機溶剤と混合すると、ゾル状エチルシリケートのゲル化によるノズル先端部の
目詰まりを防止し、作業効率を高めることができる。
【００９９】
　工程２．
　上記塗布液を容器１８に入れ、循環ポンプ２０によって塗布液を容器からノズル１７に
搬送する。塗布液の流量はバルブ１９によって調節する。ここで、ノズル１７から噴出さ
れる霧状の塗布液は、霧状で且つ螺旋状に回転されながら吹き付けられることを特徴とす
る。具体的には、ノズルの付近では円錐状に噴霧が広がり、ノズルから離れるにつれて円
柱状に広がる。これにより、発光素子の上面、側面、および角部の全てを、膜厚がほぼ等
しく且つ蛍光物質が均一に分散されてなる連続した色変換層にて覆うことができ、ブルー
リング等の色むらを改善することができる。また、前記色変換層は一粒子層からなること
が好ましく、これにより光の取り出し効率が向上される。本実施例では、発光素子の上面
からノズル下端までの距離を４０～５０ｍｍとして円柱状に噴霧が広がった状態の所に発
光素子の表面がくるように設置し、図１１の如く、塗布液とガスとを発光素子の上面、側
面および角、さらに凹部内平面上にほぼ均一な膜厚を有し連続した色変換層を形成する。
【０１００】
　また、上記工程は、塗布する場所を加温した状態にて行うことを特徴とする。これによ
り、エチルシリケートのゾル化にて生成したエタノールや溶剤を、発光素子上に吹き付け
た瞬時に飛ばすことができる。これにより、発光素子へ悪影響を与えることなく色変換層
を設けることができる。本実施例では、ヒーター１５上パッケージを載置しながらスプレ
ーコーティングしており、前記ヒーターの温度は５０℃以上３００℃以下の温度に調整さ
れていることが好ましい。
【０１０１】
　工程３．
　手順２を行った後、室温で放置し、ゾル状エチルシリケートと空気中の水分とが反応し
、ＳｉＯ２ により蛍光物質が固着される。
【０１０２】
　工程４．
　次に、３００℃の温度で２時間乾燥させる。窒化物系発光素子は３５０℃以上の温度下
に置かれると、発光素子としての性能が低下するため、３００℃の温度下で発光素子表面
への固着が可能なアルキルシリケートは、蛍光物質の固着剤として好ましく用いることが
できる。
【０１０３】
　以上のように構成された発光装置は、全てが無機物にて構成されているため、高い放熱
性と有すると共に近視外や紫外線に対する耐光性にも優れている。本実施例の発光装置は
、紫外域で発光する発光素子等、あらゆる素子を用いることができる。
【０１０４】
　実施例１２．
　蛍光物質として、第一の蛍光物質（Ｙ０ ． ９ ９ ５ Ｇｄ０ ． ０ ０ ５ ）２ ． ７ ５ ０ Ａｌ５ Ｏ

１ ２ ：Ｃｅ０ ． ２ ５ ０ と第二の蛍光物質Ｃａ１ ． ８ Ｅｕ０ ． ２ Ｓｉ５ Ｎ８ とを混合分散さ
せたものを用いる以外は、実施例１１と同様にして発光装置を形成すると、実施例１１よ
り演色性に優れた発光装置が得られる。本実施例で用いることができる前記第二の蛍光物
質は特に限定されないが、前記第一の蛍光物質と励起波長が類似であり且つ黄色から赤色
の蛍光を発光することが可能なＭｘＳｉｙＮｘ：Ｅｕ（但し、ＭはＣａ、Ｓｒ、Ｂａ、お
よびＺｎの群から選択されたアルカリ土類金属の少なくとも一種、ｚ＝２／３ｘ＋４／３
ｙ）を用いると、優れた演色性を有する光が得られ好ましい。
【０１０５】
　実施例１３．
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　エチルシリケートの代わりに、フッ素樹脂（ＰＴＦＥ＝ポリテトラフルオロエチレン）
を用いて塗布液を調整して蛍光体をバインドする以外は、実施例１１と同様の方法により
発光装置を形成すると、実施例１１と同等の性能が得られ、かつ良好な製造歩留まりが得
られる。
【０１０６】
　実施例１４．
　発光素子として、主波長が４００ｎｍであるＬＥＤチップを用い、蛍光物質として（Ｓ
ｒ０ ． ９ ６ ，Ｅｕ０ ． ０ １ ，Ｍｎ０ ． ０ ３ ）１ ０ （ＰＯ４ ）６ Ｃｌ２ を用いる以外は実施
例１１と同様にして発光装置を形成する。
【０１０７】
　ここで、上記蛍光物質の形成方法を述べる。まず、各原料であるＳｒＨＰＯ４ 、ＳｒＣ
Ｏ３ 、Ｅｕ２ Ｏ３ 、ＭｎＣＯ３ 、ＮＨ４ Ｃｌを上記組成比となるように調整し混合する。
（ＳｒＨＰＯ４ ：１０００ｇ、ＳｒＣＯ３ ：４８２．４ｇ、Ｅｕ２ Ｏ３ ：１６．０ｇ、Ｍ
ｎＣＯ３ ：３５．２ｇ、ＮＨ４ Ｃｌ：１１６．５ｇ）
【０１０８】
　次に、上記原料を秤量しボールミル等の混合機によって乾式で充分に混合する。この混
合原料をＳｉＣ、石英、アルミナなどの坩堝に詰め、Ｎ２ ，Ｈ２ の還元雰囲気中にて９６
０℃／ｈｒで１２００℃まで昇温し、恒温部１２００℃で３時間焼成する。得られた焼成
品を水中で粉砕、分散、篩過、分離、水洗、乾燥して目的の蛍光体粉末を得る。
　このようにして得られた蛍光物質を実施例１１と同様にして発光素子周囲及び凹部内平
面に塗布し色変換層を形成すると、高輝度に発光可能な発光装置が得られる。
【０１０９】
　実施例１５．
　原料としてＣａＨＰＯ４ 、ＣａＣＯ３ 、Ｅｕ２ Ｏ３ 、ＭｎＣＯ３ 、ＮＨ４ Ｃｌ、および
ＮＨ４ Ｂｒを用い（Ｃａ０ ． ９ ３ ，Ｅｕ０ ． ０ ５ ，Ｍｎ０ ． ０ ２ ）１ ０ （ＰＯ４ ）６ Ｂｒ

１ ． ０ Ｃｌ１ ． ０ の組成比となるように調整、混合する。
　上記原料を秤量しボールミル等の混合機によって乾式で充分に混合する。この御合原料
をＳｉＣ、石英、アルミナなどの坩堝に詰め、Ｎ２ ，Ｈ２ の還元雰囲気中にて９６０℃／
ｈｒで１２００℃まで昇温し、恒温部１２００℃で３時間焼成する。得られた焼成品を水
中で粉砕、分散、篩過、分離、水洗、乾燥して目的の蛍光体粉末を得る。この蛍光物質を
用いた以外は実施例１４と同様にして発光素子周囲及び凹部内平面に塗布し色変換層を形
成すると、高輝度に発光可能な発光装置が得られる。
【０１１０】
　実施例１６．
　蛍光物質として、第一の蛍光物質（Ｙ０ ． ９ ９ ５ Ｇｄ０ ． ０ ０ ５ ）２ ． ７ ５ ０ Ａｌ５ Ｏ

１ ２ ：Ｃｅ０ ． ２ ５ ０ と第二の蛍光物質（Ｃａ０ ． ９ ３ ，Ｅｕ０ ． ０ ５ ，Ｍｎ０ ． ０ ２ ）

１ ０ （ＰＯ４ ）６ Ｂｒ１ ． ０ Ｃｌ１ ． ０ とを混合分散させたものを用いる以外は、実施例
１４と同様にして発光装置を形成すると、高輝度に発光可能な白色光源が得られる。
【０１１１】
　実施例１７．
　（Ｃａ０ ． ９ ３ ，Ｅｕ０ ． ０ ５ ，Ｍｎ０ ． ０ ２ ）１ ０ （ＰＯ４ ）６ Ｂｒ１ ． ０ Ｃｌ１ ．

０ 蛍光物質とＡｌ２ Ｏ３ からなる塗布液を発光素子周囲及び凹部内平面に上記スプレーに
て塗布し第一色変換層を形成した後、前記前記第一色変換層上に接してＹ０ ． ９ ９ ５ Ｇｄ

０ ． ０ ０ ５ ）２ ． ７ ５ ０ Ａｌ５ Ｏ１ ２ ：Ｃｅ０ ． ２ ５ ０ 蛍光物質を実施例１１と同様の方
法にてゾル状エチルシリケートを用いＳｉＯ２ により固着されてなる第二色変換層を形成
する以外は、実施例１４と同様にして発光装置を形成する。このようにして形成すること
により、第二色変換層の光屈折率＜第一色変換層の光屈折率＜窒化ガリウム系化合物半導
体層の屈折率とすることができ、発光素子からの光の取り出し効率が高まり高出力で発光
することが可能な発光装置が得られる。
【０１１２】
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　（産業上の利用可能性）
　本発明の発光装置は、高い信頼性を有する金属製パッケージを用い、発光素子が配置さ
れる箇所を実装基板に接するように構成することにより、放熱性が飛躍的に向上され、大
電流の投下にも劣化されることなく高い信頼性を維持することができる。これにより、信
頼性が高く且つ照明と同等の明るさを長時間発光することが可能な発光装置を実現するこ
とができ、産業上の利用価値は極めて高い。
【図面の簡単な説明】
【図１Ａ】　本発明の発光装置を示す模式的平面図である。
【図１Ｂ】　本発明の発光装置を示す模式的断面図である。
【図２Ａ】　本発明の他の発光装置を示す模式的平面図である。
【図２Ｂ】　本発明の他の発光装置を示す模式的断面図である。
【図３Ａ】　本発明の他の発光装置を示す模式的平面図である。
【図３Ｂ】　本発明の他の発光装置を示す模式的断面図である。
【図４】　本発明の他の発光装置を示す模式的断面図である。
【図５】　本発明の他の発光装置を示す模式的断面図である。
【図６】　本発明の他の発光装置を示す模式的断面図である。
【図７】　本発明の他の発光装置を示す模式的断面図である。
【図８】　本発明の他の発光装置を示す模式的断面図である。
【図９Ａ】　本発明の他の発光装置を示す模式的平面図である。
【図９Ｂ】　図９ＡのＡ－Ａ‘線における模式的断面図である。
【図１０】　本発明の他の発光装置を示す模式的断面図である。
【図１１】　図１０の発光装置を形成する一工程を示すも模式図である。
【図１２】　本発明と比較のために示す発光装置の模式的断面図である。
【図１３】　本発明と比較のために示す発光装置の模式的断面図である。
【図１４】　図１０の発光装置を形成する一工程に用いられる装置を示す模式図である。
【図１５】　図１５は本願発明の一発光装置が高熱伝導性基板に実装された模式的平面図
である。
【符号の説明】
　１　発光素子、２　リード電極、３　絶縁部材、４　ワイヤ、５　パッケージ、６　リ
ッド、７　透光性窓部、８　蛍光物質、２７　実装用基板、２８　高熱伝導性領域、２９
　配線、ａ　凹部、ｂ　ベース部。
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【 図 １ Ａ 】

【 図 １ Ｂ 】

【 図 ２ Ａ 】

【 図 ２ Ｂ 】

【 図 ３ Ａ 】

【 図 ３ Ｂ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ Ａ 】

【 図 ９ Ｂ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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